
D Germanium-pnp-Legierungstransistor GF 105 
(OC 872) 

Der HF-Transistor GF 105 (alte Bezeichnung OC 872) ist ein legierter Ge-pnp- 
Flächentransistor in der Bauform A 1 (entspricht & TO-18-Gehäuse). 
Der Einsatz ist vornehmlich in Misch- und Oszillatorstufen im Mittel- und 
Langwellenbereich. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25°C —5 grd) 

Kollektorrestströme 

—ö bei —Ucs = 6V 
—lcso A bei —Ucg =25V 
—Iceo = 200 < 800 uA bei —Uce = 6V 

Emitterreststrom —I0 = 50< 500uA bei —UgB = 15V 
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

—c = 0,5mA 
fo = 0,1 MHz 

Rauschmaß in Mischschaltung bis 2 MHz 
F=11<20dB 
(bei —Uce =6V —Ic=0,5mA R;=1k0 

fm = 2MHz) 
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Abmessungen 

Bauform A 1 nach TGL 11811 

(= TO 18) 

Masse 0,4 g
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Vierpolwerte in Emitterschaltung l < E 

(bei Uce =6V Ic=0,5mA {fm =2MHz) e NS — 
Eite = 0,7< 3,3 m$ % SEL 
Cite 110 < 250 pF n H{ 

Bız2e = 2< 545 ‘ Da= 45C 

Ci2e 7< 14pF 
|yzie| = 16> 10mS $ 
822e = 130< 250 4S 2 
C22e 29< 35pF 
hzie =110> 20 (bei fm = 1 kHz) w 107 107 10% — Raı/@ 05 

Wärmewiderstand Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basis- 
iderstan emitterwiderstandes 
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Temperaturabhängigkeit der Parameter: Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur 
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Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor GF 105 

295


